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इलके्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मतं्रालय 

(आई पी एच डब्ल्य ूजिभाग) 

अजधसचूिा 

िई दि् ली, 4 अक्ट् तूबर, 2022 

जिषय: भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स / सेंसर फैब / जडस्ट्रीट सेमीकंडक्ट्टसस फैब और सेमीकंडक्ट्टर 

असेंबली, टेसस्ट्टंग, मार्किं ग और पैकेसिंग (एटीएमपी) / आउटसोसस सेमीकंडक्ट्टर असेंबली और टेस्ट्ट (ओएसएटी) 

सुजिधाओं की स्ट्थापिा के जलए संिोजधत योििा। 

 स.ं डब्ल्य-ू38/21/2022-आईपीएचडब्ल्य.ू— 1. पषृ्ठभजूम 

1.1. इलेक्ट्रॉजिकी उद्योग अथसव्यिस्ट्था के सभी क्षेत्रों में अिुप्रयोगों के साथ िजुिया का सबसे बडा और सबसे तेिी 

से बढ़िे िाला उद्योग ह।ै सेमीकंडक्ट्टर जपछले 50 िषों से इलेक्ट्रॉजिकी की उन्नजत में एक प्रमुख प्रितसक रह ेहैं 

और आईओटी, कृजत्रम बुजिमत्ता, 5िी, स्ट्माटसकारों, स्ट्माटस कारखािों, डेटा कें द्रों, रोबोटटक्ट्स आदि सजहत िए 

अिुप्रयोगों की िरुूआत के साथ और भी बडी भूजमका जिभाते रहेंगे। 

1.2. सेमीकंडक्ट्टर जिमासण एक िटटल और अिुसंधाि-गहि के्षत्र ह,ै जिसे प्रौद्योजगकी में तेिी से बिलाि द्वारा 

पटरभाजषत दकया गया ह ै जिसके जलए महत्िपूणस और जिरंतर जििेि की आिश्यकता होती ह।ै माइरो-

इलेक्ट्रॉजिकी उद्योग में, एकीकृत सर्कस ट (आईसी) और जडस्ट्रीट सेमीकंडक्ट्टर उपकरणों का उत्पािि िेफर 
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No. 255] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944  

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239341
CG-DL-E-06102022-239341



2  THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY    [PART I—SEC.1] 

फैजिकेिि सुजिधा में दकया िाता ह,ै जिसे आमतौर पर फैब के रूप में िािा िाता ह।ै सेमीकंडक्ट्टर 

इलेक्ट्रॉजिक उत्पािों के कें द्र में हैं और सामग्री के जबल (बीओएम) का एक महत्िपणूस जहस्ट्सा हैं। 

1.3. इलेक्ट्रॉजिकी राष्ट्रीय िीजत 2019 (एिपीई 2019) का िजृिकोण भारत को इलेक्ट्रॉजिकी जसस्ट्टम जडिाइि 

और जिजिमासण (ईएसडीएम) के जलए एक िैजिक कें द्र के रूप में स्ट्थाजपत करिा और उद्योग के जलए जिि 

स्ट्तर पर प्रजतस्ट्पधास करि ेके जलए एक सक्षम िातािरण बिािा ह।ै सेमीकंडक्ट्टर फैब सुजिधाओं की स्ट्थापिा 

और जचप्स और जचप घटकों के जडिाइि और जिमासण के जलए इसके इको-जसस्ट्टम को सुजिधाििक बिािा, 

एिपीई 2019 की मुख्य रणिीजतयों में से एक ह।ै 

2. उदे्दश्य: इलेक्ट्रॉजिकी जिजिमासण पाटरजस्ट्थजतकी तंत्र को मिबूत करि े और इि फैजिकेिि और पैकेसिंग 

प्रौद्योजगदकयों के अिुप्रयोग क्षेत्रों में एक जििसिीय इलेक्ट्रॉजिकी मू्य श्ृंखला स्ट्थाजपत करि ेमें मिि करिे के जलए िेि में 

कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स (SiPh) / सेंसर (एमईएमएस सजहत) फैब्लस / जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब्लस 

और सेमीकंडक्ट्टर एटीएमपी / ओएसएटी सुजिधाओं की स्ट्थापिा के जलए जििेि आकर्षसत करिा। 

3. पात्रता और भारत सरकार स ेजित्तीय सहायता 

3.1. कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सजहत) / जडस्ट्रीट  

सेमीकंडक्ट्टर फैब 

जििरण 

उच्च आिृजत्त / उच्च िजि / ऑप्टोइलेक्ट्रॉजिकी उपकरणों के जिजिमासण के जलए भारत में 

कम्पाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सजहत)/ 

जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब स्ट्थाजपत करि ेका प्रस्ट्ताि िेि ेिाली कंपजियां / संयुि उद्यम 

प्रौद्योजगकी 

िफेर आकार क्षमता 

150 / 200 जममी या अजधक 
500 या अजधक िेफर स्ट्टाटस / माह 

(100 जममी समकक्ष में) 

पटरचालिरत 

अिभुि 

आिेिक कंपजियों / संयिु उपरमों के पास जिम्नजलजखत अिुभि होिा चाजहए: 

क. एक िाजणजययक कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स (एसआईपीएच) / सेंसर 

(एमईएमएस सजहत) / जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब या जसजलकॉि सेमीकंडक्ट्टर फैब का स्ट्िाजमत्ि 

और संचालि। 

या 

ख. प्रस्ट्ताजित फैब के जलए स्ट्िाजमत्ि या अजधकार प्राप्त लाइसेंस प्रदरया सम्बंधी प्रौद्योजगदकयां। 

पूिंी जिििे सीमा 
कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सजहत) / 

जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब के जलए ₹100 करोड (₹1 जबजलयि) का न्यूितम पूंिी जििेि 

भारत सरकार स े

रािकोषीय  

सहायता 

  पूंिीगत व्यय का 50% 

3.2. सेमीकंडक्ट्टर असेंबली, टेसस्ट्टंग, मार्किं ग एंड पैकेसिंग (एटीएमपी) / आउटसोसस सेमीकंडक्ट्टर असेंबली एंड टेस्ट्ट 

(ओएसएटी) सुजिधा 

जििरण 

भारत में सेमीकंडक्ट्टर असेंबली, टेसस्ट्टंग, मार्किं ग और पकेैसिंग (एटीएमपी) / आउटसोसस 

सेमीकंडक्ट्टर असेंबली एडं टेस्ट्ट (ओएसएटी) सुजिधा स्ट्थाजपत करि े का प्रस्ट्ताि ििे े िाली 

कंपजियां / संयिु उद्यम 

पटरचालिरत आिेिक कंपिी / संयुि उद्यम के पास जिम्नजलजखत अिुभि होिा चाजहए: 
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अिभुि क. एक िाजणजययक सेमीकंडक्ट्टर पैकेसिंग इकाई का स्ट्िाजमत्ि और संचालि 

या 

ख. प्रस्ट्ताजित सेमीकंडक्ट्टर पैकेसिंग इकाई के जलए लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योजगदकयों का स्ट्िाजमत्ि 

या अजधकार रखिा और लाइसेंससंग या जिकास के माध्यम से उन्नत पैकेसिंग प्रौद्योजगदकयों के 

जलए रोडमैप प्रिर्िसत करिा 

पूिंी जिििे सीमा ₹50 करोड का न्यूितम पूंिी जििेि (₹500 जमजलयि) 

भारत सरकार स े

रािकोषीय  

सहायता 

पूंिीगत व्यय का 50% 

4. जित्तीय सहायता 

4.1. रािकोषीय सहायता : यह योििा भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स 

(एसआईपीएच)/ सेंसर (एमईएमएस सजहत) / जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब और सेमीकंडक्ट्टर एटीएमपी / 

ओएसएटी सुजिधाओं की स्ट्थापिा के जलए पूंिीगत व्यय का 50% रािकोषीय सहायता प्रिाि करेगी। 

4.2. रायय सरकार या उसकी दकसी एिेंसी या स्ट्थािीय जिकायों द्वारा िी िािे िाली अजतटरि जित्तीय सहायता, 

यदि कोई हो, का भी लाभ उठाया िा सकता ह।ै हालांदक, इस योििा के तहत एक आिेिक को 

सेमीकंडक्ट्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस फैब और एटीएमपी श्णेी के तहत इलेक्ट्रॉजिक कंपोिेंट्स एडं 

सेमीकंडक्ट्टसस (एसपीईसीएस) के जिजिमासण को बढ़ािा िेिे की योििा के तहत इंसेटटि का लाभ िहीं 

जमलेगा । 

5. मागं एकत्रीकरण समथसि 

 भारत में स्ट्थाजपत कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स / सेंसर फैब / जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब और 

एटीएमपी / ओएसएटी इकाइयों को सािसिजिक खरीि (मेक इि इंजडया) आिेि 2017 के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉजिक 

उत्पािों की खरीि में खरीि िरीयता के माध्यम से समर्थसत दकया िाएगा। 

6. अिुसंधाि एिं जिकास, कौिल जिकास और प्रजिक्षण के जलए सहायता 

योििा के पटरव्यय का 2.5% तक भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस/जसजलकॉि फोटोजिक्ट्स/सेंसर फैब/ जडस्ट्रीट सेमीकंडक्ट्टर 

फैब और एटीएमपी इकोजसस्ट्टम के जिकास के जलए अिुसंधाि एिं जिकास, कौिल जिकास और प्रजिक्षण आिश्यकताओं को 

पूरा करिे के जलए जिधासटरत दकया िाएगा। 

7. पूिंीगतव्यय 

 योििा के उदे्दश्य के जलए "पूिंीगत व्यय" में भिि जिमासण, क्ट्लीिरूम, संयंत्र,मिीिरी, उपकरण और संबंजधत 

उपयोजगताओं (प्रयुि / पुरािे / ििीिीकृत सजहत) प्रौद्योजगकी की लागत सजहत प्रौद्योजगकी का हस्ट्तांतरण (टीओटी); और 

अिुसंधाि एिं जिकास (आर एडं डी) पर दकए गए व्यय िाजमल होंगे। पूंिीगत व्यय की पात्रता के बारे में जििरण योििा 

दििाजििेिों में उपलब्लध कराया िाएगा। 

8. योििा का कायसकाल 

 यह योििा 31.12.2024 तक आिेिि प्राप्त करि ेके जलए खुली रहगेी। सभी आिेिक जिन्होंि े21 दिसंबर, 2021 

की रािपत्र अजधसूचिा (पहल ेकी योििा) के अिुसरण में आिेिि दकया था, उन्हें इस अजधसूचिा में जिजहत िई योििा के 

अिुसार संिोधि प्रस्ट्तुत करिे की अिुमजत िी िाएगी। 

9. िासि ततं्र 

9.1. िोडल एिेंसी : यह योििा एक िोडल एिेंसी (इंजडया सेमीकंडक्ट्टर जमिि) के माध्यम से दरयाजन्ित की 

िाएगी। 

9.2. इस तरह की िोडल एिेंसी आिेििों की प्राजप्त, योििा के तहत प्राप्त आिेििों के जित्तीय और तकिीकी 

मू्यांकि के जलए जिम्मेिार होगी; योििा को लाग ूकरेगी और समय-समय पर इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा 
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प्रौद्योजगकी मंत्रालय द्वारा द्वारा सौंप ेगए अन्य उत्तरिाजयत्िों को पूरा करेगी। िोडल एिेंसी के कायों और 

जिम्मेिाटरयों को इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय द्वारा अलग से िारी दकए िािे िाल ेयोििा 

दििाजििेिों में जिस्ट्ततृ दकया िाएगा। 

9.3. योििा के कायासन्ियि से संबंजधत गजतजिजधयों को पूरा करि ेके जलए, िोडल एिेंसी अन्य बातों के साथ-

साथ इि बातो पर ध्याि िगेी : 

9.3.1. आिेिि प्राप्त करिा, पािती िारी करिा, और योििा के तहत समथसि के जलए आिेिकों की 

पात्रता सत्याजपत करिा।िब तक िोडल एिेंसी पूरी तरह से स्ट्थाजपत िहीं हो िाती, तब तक 

इलेक्ट्रॉजिक्ट्स और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय आग ेकी प्रदरया को अंिाम िगेा। 

9.3.2. पटरयोििाओं के तकिीकी और जित्तीय मू्यांकि के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्ट्टसस / जसजलकॉि 

फोटोजिक्ट्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सजहत) जडस्ट्रीट  सेमीकंडक्ट्टर फैब और 

सेमीकंडक्ट्टर पैकेसिंग के इि जिजिि क्षेत्रों में आिेिकों की जििेषज्ञता का मू् यांकि करि ेके जलए 

आिश्यक समझे िाि ेिाली एिेंसी / एिेंजसयों या सलाहकारों को जियुजि करिा। 

9.3.3. योििा के तहत रािकोषीय सहायता और इंसेटटि के जितरण हतेु पात्र िािों की िांच करिा और 

पात्रता के अिुसार उन्हें जितटरत करिा। 

9.3.4. योििा की प्रगजत और जिष्पािि के संबंध में इलेक्ट्रॉजिक्ट्स और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय को 

आिजधक टरपोटस िमा करिा। 

9.4. िोडल एिेंसी इलेक्ट्रॉजिक्ट्स और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय को उि प्रस्ट्तािों को प्रस्ट्ततु करेगी 

जििका जित्तीय और तकिीकी रूप से मू्यांकि दकया गया ह ैऔर िो योग्य पाए गए ह ैतादक 

आिेििों के अिुमोिि / अस्ट्िीकृजत / संिोधि के जलए सक्षम प्राजधकारी द्वारा आगे की कारसिाई की 

िा सके। 

10. अिमुोिि 

10.1. योििा के तहत प्राप्त आिेििों का मू्यांकि जिरंतर आधार पर दकया िाएगा और योििा के तहत िी 

गई मंिूरी के अिुसार कायासन्ियि िारी रहगेा। 

10.2. चयजित आिेिकों को इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय में सक्षम प्राजधकारी   द्वारा स्ट्िीकृजत 

िी िाएगी और िोडल एिेंसी द्वारा आिेिक को सूजचत दकया िाएगा। 

10.3. दकसी भी चयजित आिेिक को ₹100 करोड तक प्रोत्साहि की स्ट्िीकृजत के जलए सक्षम प्राजधकारी 

इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय के सजचि होंगे। ₹100 करोड से अजधक प्रोत्साहि की 

स्ट्िीकृजत के जलए सक्षम प्राजधकारी इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्री होंगे। 

11. संजितरण प्रदरया 

11.1. योििा/दििाजििेिों/अिुमोिि पत्र में जिधासटरत जियमों और ितों और पूंिीगत व्यय के जलए प्रारंजभक 

मू्य को परूा करि े के अधीि, आिेिि के अिुमोिि के बाि, पूंिीगत व्यय के जिरुि50%का जित्तीय 

समथसि परी-पासु आधार पर िारी दकया िाएगा। 

11.2. इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय योििा के तहत अिुमोदित पटरयोििाओं को पूंिीगत 

सहायता के जितरण के जलए बिटीय प्रािधाि करेगा। अिुमोिि ितों के आधार पर िोडल एिेंसी द्वारा 

संजितरण दकया िाएगा। िोडल एिेंसी जियजमत आधार पर समेदकत राजि के रूप में इलेक्ट्रॉजिकी और 

सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय को बिटीय आिश्यकता प्रस्ट्तुत करेगी। 

11.3. आिेिकों हतेु संजितरण की जिस्ट्तृत प्रदरया योििा दििाजििेिों में जिधासटरत की िाएगी। 

12. प्रभाि आकलि 

 योििा का मध्यािजध मू् यांकि इसके कायासन्ियि के िो साल बाि या योििा के प्रभाि का आकलि करि ेके जलए 

आिश्यकता के अिुसार, स्ट्िीकृत आिेिकों द्वारा योििा तथा अथसव्यिस्ट्था के लक्ष्यों की प्राजप्त के अिुसार दकया िाएगा। इस 

तरह के प्रभाि मू्यांकि के आधार पर, योििा के कायसकाल को बढ़ािे और सक्षम प्राजधकारी के अिुमोिि से इसके जित्तीय 

पटरव्यय को बिलि ेका जिणसय जलया िाएगा। 
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13. योििा के दििाजििेि 

 योििा के दििा-जििेि इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय (एमईआईटीिाई) द्वारा इलेक्ट्रॉजिकी और 

सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्री के अिमुोिि से अलग से िारी दकए िाएंगे। 

14. योििा और दििाजििेिों में संिोधि: योििा और उसके दििाजििेिों की समीक्षा और संिोधि समय-समय पर 

या आिश्यकतािुसार इलेक्ट्रॉजिक्ट्स और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्री के अिुमोिि से दकया िाएगा। 

अजमतेि कुमार जसन्हा, संयुि सजचि 

 
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

(IPHW Division) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the  4th October, 2022 

Subject:  Modified scheme for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab/ 

Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging 

(ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India 

 F. W-38/21/2022-IPHW.—1.  Background 

 

1.1.  The electronics industry is the world’s largest and fastest growing industry with applications in all 

sectors of the economy. Semiconductors have been a key enabler in the advancement of electronics for 

the past 50 years and will continue to play an even greater role with the introduction of new 

applications including IoT, artificial intelligence, 5G, smart cars, smart factories, data centres, robotics, 

etc. 

1.2.  Semiconductor manufacturing is a complex and research-intensive sector, defined by rapid changes in 

technology which require significant and sustained investment. In the micro-electronics industry, 

integrated circuits (ICs) and discrete semiconductor devices are produced in a wafer Fabrication 

facility, commonly known as a Fab. Semiconductors are at the heart of electronic products and 

constitute a significant part of the Bill of Materials (BOM). 

1.3.  The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) is to position India as a global hub for 

Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) and create an enabling environment for the 

industry to compete globally. One of the main strategies of NPE 2019 is to facilitate setting up of 

semiconductor Fab facilities and its eco-system for design and fabrication of chips and chip 

components. 

2.  Objective:To attract investments for setting up Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors 

(including MEMS) Fabs/ Discrete Semiconductors Fabs and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in the country to 

strengthen the electronics manufacturing ecosystem and help establish a trusted electronics value chain in the areas of 

application of these fabrication and packaging technologies. 

3.  Eligibility and Financial Incentives from Government of India 

3.1. Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab / Discrete 

Semiconductors Fab 

Description 

Companies / Joint Ventures proposing to set up Compound Semiconductors / Silicon 

Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS)/ Discrete Semiconductors Fab in India 

for manufacturing High Frequency / High Power / Optoelectronics devices 

Technology 

Wafer Size Capacity 

150 / 200 mm or more 
500 or more Wafer Starts / Month 

(in 100 mm equivalent) 

Operational 

Experience 

The applicant Companies / Joint Ventures should have the following experience: 

A. Own and operate a commercial Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) 

/ Sensors (including MEMS) Fab / Discrete Semiconductors Fab or Silicon 

Semiconductor Fab 

                                      OR 

B. Own or possess licensed process technologies for the proposed Fab 

Capital Investment 

Threshold 

Minimum Capital Investment of ₹100 crore (₹1 billion) for Compound Semiconductors 

/ Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS)/ Discrete Semiconductors Fab 
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Fiscal support from 

Government of 

India 

50 % of Capital Expenditure 

3.2.  Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly 

and Test (OSAT) Facility 

Description 

Companies / Joint Ventures proposing to set up Semiconductor Assembly, Testing, 

Marking, and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test 

(OSAT) Facility in India 

Operational 

Experience 

The applicant Companies / Joint Ventures should have the following experience: 

A. Own and operate a commercial Semiconductor Packaging Unit 

                                     OR 

B. Own or possess licensed technologies for the proposed semiconductor 

packaging unit and demonstrate the roadmap to advanced packaging 

technologies through licensing or development 

Capital Investment 

Threshold 
Minimum Capital Investment of ₹50 crore (₹500 million) 

Fiscal support from 

Government of India 
50 % of Capital Expenditure 

4.   Financial Support 

4.1.  Fiscal support: The scheme shall extend a fiscal support of 50% of the Capital Expenditure for setting up 

of Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab/ Discrete 

Semiconductor Fab and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in India. 

4.2.  Additional financial support, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies 

may also be availed. However, an applicant under this Scheme will not avail incentive under the Scheme 

for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) under the 

Semiconductor Fab, Compound Semiconductors Fab and ATMP category. 

5.  Demand Aggregation Support 

 Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fabs / Discrete Semiconductors Fab and ATMP / 

OSAT units set up in India will be supported through purchase preference in procurement of electronic products by 

the Government under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017. 

6.  Support for R&D, Skill Development and Training 

 Up to 2.5% of the outlay of the scheme shall be earmarked for meeting the R&D, skill development and 

training requirements for the development of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab / Discrete 

Semiconductors Fab and ATMP ecosystem in India. 

7.  Capital Expenditure 

 “Capital Expenditure” for the purpose of the scheme shall include expenditure incurred on building, clean 

rooms, plant, machinery, equipment & associated utilities (including used / second hand / refurbished); transfer of 

technology (ToT) including cost of technology; and research & development (R&D). Details regarding the eligibility 

of capital expenditure shall be provided in the scheme guidelines. 

8.  Tenure of the Scheme 

 The scheme will be open for receiving applications till 31.12.2024. All applicants who had applied in 

pursuance of the Gazette Notification dated 21st December, 2021 (earlier scheme) shall be allowed to submit 

modifications as per the new scheme contained in this Notification. 

9.  Governance Mechanism 

9.1.  Nodal Agency: The scheme will be implemented through a Nodal Agency (India Semiconductor 

Mission). 

9.2.  Such nodal agency will be responsible for receipt of applications, carrying out financial and technical 

appraisal of the applications received under the scheme; implementing the scheme and carrying out 

other responsibilities as assigned by Ministry of Electronics and Information Technology from time to 

time. The functions and responsibilities of nodal agency will be elaborated in the Scheme Guidelines to 

be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately. 

9.3.  For carrying out activities related to implementation of the Scheme, nodal agency will inter-alia: 
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9.3.1. Receive the applications, issue acknowledgements, and verify eligibility of the applicants for 

support under the Scheme. Till such time that the Nodal Agency is fully established, Ministry of 

Electronics and Information Technology will carry out the further process. 

9.3.2. Empanel agency(ies) or consultants as deemed necessary to carry out technical and financial 

appraisal of the projects as well as evaluate expertise of the applicants in these niche areas of 

Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) / Discrete 

Semiconductors Fab and semiconductor packaging. 

9.3.3. Examine claims eligible for disbursement of fiscal support and incentive under the scheme and 

disburse those as per eligibility. 

9.3.4. Submit periodic reports to Ministry of Electronics and Information Technology regarding the 

progress and performance of the scheme. 

9.4.  Nodal Agency will submit the proposals that have been financially and technically appraised and 

found eligible to the Ministry of Electronics and Information Technology for taking further 

action by the competent authority for approval / rejection / modification of the applications. 

10.  Approval 

10.1  The applications received under the scheme shall be appraised on an ongoing basis and implementation 

will continue as per the approvals accorded under the scheme. 

10.2  Approval to the selected applicants will be accorded by the Competent Authority in Ministry of 

Electronics and Information Technology and communicated by the Nodal Agency to the applicant. 

10.3  The Competent Authority for approving incentives for any selected applicant upto ₹100 crore will be 

Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology. Approval of incentives above ₹100 

crore for a selected applicant will be done by Minister of Electronics and Information Technology. 

  11.  Disbursement Process 

11.1  The fiscal support of 50% against the capital expenditure will be released on pari-passu basis after the 

approval of the application, subject to terms and conditions stipulated in the Scheme / Guidelines / 

Approval Letter and meeting the threshold value for capital expenditure. 

11.2  Ministry of Electronics and Information Technology shall make budgetary provisions for disbursal of 

fiscal support to approved projects under the scheme. The disbursement shall be done by the Nodal 

Agency based on approval conditions. Nodal Agency will submit budgetary requirement to Ministry of 

Electronics and Information Technology as consolidated amount on regular basis. 

11.3  The detailed procedure for disbursal to applicants will be laid down in the Scheme Guidelines. 

12.  Impact Assessment 

 Mid-term appraisal of the scheme will be done after two years of its implementation or as per requirement to 

assess the impact of the scheme, off-take by the applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on 

such impact assessment, decision will be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay 

with the approval of the Minister of Electronics and Information Technology. 

13.  Scheme Guidelines 

 The scheme guidelines will be issued by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) 

separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology. 

14. Amendment of Scheme and Guidelines: The scheme and its guidelines shall be reviewed and amended 

periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology. 

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy. 
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